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반도체 /부품장비 
어드밴스드 패키징이 가져올 지각변동 – 인터포저 

 

삼성전자, 갤럭시S11에 인터포저 채택 가능성 

 

삼성전자가 차기 플랙쉽 모델인 갤럭시S11에 기존 SLP(Substrate like 

PCB) 대신 인터포저 기술을 활용할 것이라는 내용의 뉴스가 언론에 보

도. 인터포저가 부각되는 배경은 단순 원가절감 뿐 아니라 5G / 초고해

상도 이미지센서 등 데이터량 급증을 수반하는 신기술들이 스마트폰에 

집적되기 때문인 것으로 판단. 지금까지 인터포저는 엔터프라이즈 용도

의 초고성능 제품에 국한되어 양산되었으나 향후 갤럭시를 시작으로 일

반 소비자용 제품까지 확대 적용될 가능성  

 

인터포저는 반도체 칩을 쌓아 올리는 2.5D 패키징 기술  

 

인터포저는 TSV 기술을 활용하여 메모리 다이 스택과 비메모리 다이를 

집적하는 2.5D 패키징 기술. 반도체 다이와 물성이 같아 공정 및 가공

에 유리한 실리콘이 인터포저 소재로 활용되나, 유리/유기물질 등 새로

운 소재의 적용 또한 다방면으로 검토중. 현재 삼성전자와 SK하이닉스

가 인텔, AMD 등에 공급하는 HBM(High Bandwidth Memory)가 대표적인 인

터포저 기반 제품 

 

어드밴스드 패키징 확대에 따른 업계 재편 예상 

 

삼성전자가 비메모리 강화를 선언한 순간부터 어드밴스드 패키징의 부

각 역시 자연스러운 수순. 인터포저 뿐 아니라 FO, PLP, TSV, TGV, TMV 

등 다양한 패키징 기술들이 조합되면서 패키징에 활용될 것. Stand-

alone이 아닌 다양한 메모리/비메모리를 조합하는 System in Package는 

불가피한 트렌드이기 때문. 어드밴스드 패키징은 막대한 설비투자를 동

반하는 특성상 중소업체가 영위하기 어려우며, 삼성전자/ SK하이닉스 와 

같은 종합반도체 회사가 담당할 가능성이 큼. 이는 OSAT(Outsourced 

Asssembly&Test) 및 PCB 업체까지 포괄한 업계 재편으로 이어질 것 

  

출시 시기 고려하면 순수한 인터포저로 예상하기는 어려움 

 

연 수천만대 판매되는 갤럭시S 시리즈의 플랙쉽으로서 무게감, 인터포

저는 세트 조립이 아닌 반도체 기반 기술이라는 점에서 전면적인 인터

포저 채택은 가능성이 낮다고 판단됨. 일부 모델 / 혹은 컴포넌트에 한

정해 인터포저 기술이 도입될 것으로 예상. 삼성전기 등 PCB 업체들도 

인터포저를 준비하고 있으나 반도체 기술이 근간이라는 점에서 현실적

으로는 IDM / Foundry / OSAT가 대응 가능할 전망. 삼성전자/삼성전기 

이외에 하나마이크론이 2013년 EPWorks를 인수하여 인터포저 기술을 준

비하고 있었으며, 이오테크닉스 등 TSV 관련 후공정 장비업체들 역시 

관련 시장 개화에 따른 실적 성장이 가능 
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Exhibit 1. TSV 기반 HBM 블록을 집적한 AMD의 GPU 구조  
 

  

Source: Yole, Baro Research Center 

 

 

Exhibit 2. 삼성전자는 컨슈머 기기를 위한 저가형 HBM을 이미 시사 
 

HBM2 Low cost HBM

I/O 1024 ~512

Pin speed 2Gbps 3Gbps

Bandwidth(GB/s) 256 ~200

Cost/GB 1 0.X
  

Source: 삼성전자, Baro Research Center 

 

 

Exhibit 3. 갤럭시노트10은 SLP 양면에 다양한 칩을 집적 
 

  

Source: ifixit.com, Baro Research Center 
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Exhibit 4. 인터포저는 3D TSV 스택과 2D 다이를 집적하여 2.5D 스택 기술로 분류 
 

  
Source: Yole, Baro Research Center 

 

 

Exhibit 5. 메인 스태킹 기술 및 관련 업체 
 

  

Source: Yole, Baro Research Center 

 

 

Exhibit 6. TSV-Less 스태킹 기술 
 

  
Source: Yole, Baro Research Center 
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Exhibit 7. 어드밴스드 패키징은 전공정과 후공정의 특징을 모두 갖춘 Mid-End의 특징을 가지는 기술 
 

  
Source: Yole, Baro Research Center 
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 Compliance Notice 

당사는 자료 작성일 현재 지난 3개월간 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 

당사는 자료 작성일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 

본 조사분석자료의 애널리스트는 자료 작성일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 가지고 있지 않습니다. 

본 조사분석자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 

본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다. 

본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 

본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 

보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 

없습니다. 
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